PNP-Silizium-Planar-Transistor BF 414

BF 414 ist ein epitaktischer PNP-Si-Planar-Transistor im Kunststoffgehduse 10 A 3
DIN 41868 (TO-92)

Der Transistor eignet sich besonders fir rauscharme groRsignalfeste VHF- und UKW-
Vorstufen in Basisschaltung.

Typ Bestellnummer 25 max.
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Montagehinweis: Befestigungsbohrung

20,6

Gewicht etwa 0,25 g MalRe in mm
Grenzdaten
Kollektor-Emitter-Spannung ~Uceo 30 \Y
Kollektor-Basis-Spannung -Ucgo 40 Vv
Emitter-Basis-Spannung ~Uggo 4 \'
Kollektorstrom =T 25 mA
Basisstrom ~Ig 3 mA
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur e -565 bis +150| °C
Gesamtverlustleistung (Ty = 45 °C) Piot 300 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht-Luft Rihou | <350 | K/W
Statische Kenndaten (T, = 25 °C)
Kollektor-Basis-Reststrom ;
Alcﬁm =20V) -IcBo 60 nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
AINO =2 mA) ICOmO >30 Vv
Kollektor-Basis
(=Ic =10 pA) -Ucgo >40 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(—=Ig = 10 uA) ~Uepo >4 v
Stromverstarkung
(~Uce = 10 V; —=Ic = 1 mA) B 80 o

Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C)
Transitfrequenz

(=Ic = 1 mA; =Ucg = 10 V; f = 100 MHz)
(—Ic = 5 mA; -Ucg = 10 V; f = 100 MHz)
Rickwirkungskapazitat

(-Ucg = 10 V; f = 1 MHz)

Rauschzahl

(=Ic =5 mA; -Uceg = 10 V; f = 100 MHz
Rg = 60Q)
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